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     Розглянуто енергетичні спектри електронів у наногетероструктурі, 
утвореній шаром ZnSe, оточеного шарами Zn0,943Be0,057Se, один з яких 
доповнюється шаром Zn0,9Be0,057Mn0,05Se . У [1] приводять дослідження 
спектрів люмінесценції для таких структур із різними розмірами шарів,  
залежно від прикладеного (сильного та слабкого) магнітного поля. 
Розщеплення енергетичних рівнів магнітним полем (ефект Зеємана) 
приводить до зміни висоти потенціального бар’єру шару із домішками Mn, 
і до зміни енергій електрона. Вивченню наногетероструктур, що містять 
шари із домішками з незаповненими d – оболонками присвячено значну 
частину робіт, адже це матеріали актуальні та перспективні для утворення 
спін – електронних приладів. Результати теоретичних досліджень 
одночастинкових спектрів у таких структурах приведено у [2], де 
обчислено та проаналізовано енергетичний спектр електрона у ямі, що 
відповідає шару ZnSe, оточеній скінченими бар’єрами (шарами 
Zn0,9Be0,057Mn0,05Se просторові розміри яких збігаються із отриманими 
технологічно у [1]). Один із таких бар’єрів супроводжується бар’єром (шар 
Zn0,9Be0,057Mn0,05Se), що змінює свою енергію при накладанні магнітного 
поля внаслідок ефекту Зеємана.  
 Отримані у [2] результати дозволили зв’язати частину особливостей 
спектрів люмінесценції із специфікою одночастинкових спектрів у таких 
структурах. Однак, незбігання числових значень, рівно ж як і деяких, 
проаналізованих у [2] залежностей, вказують на важливу роль 
багаточастинкової взаємодії у таких структурах. Зокрема, в літературі 
особливо виділяється роль обмінної взаємодії, що має місце між 
електронами провідності та 3d – електронами  у шарі Zn0,9Be0,057Mn0,05Se. 
Аналіз такої взаємодії проведено у даній роботі.  
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